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Streszczenie

Uktad do pomiaru tadunku bramki tranzystorow mocy metodg
ataku prgdowego

Celem niniejszej pracy byto wykonanie ukiadu do pomon tadunku bramki
polowych tranzystorow mocy MOSFET i IGBT metcataku pgdowego.

Praca sklada siz aédmiu ponumerowanych rozdziatéw, z ktérych pierwseay t
poswigcone rozwaaniom teoretycznym.

Cze$¢ teoretyczp paswiecono kwestiom zwizanym z tadunkiem bramki
tranzystorow mocy. Opisane zostato, jakzmajest on do zatzania przyrzdu, w jaki
SposOb jest uzataiony od pojemngci tranzystora oraz w jaki sposéb jest wyznaczany.
Opisano take zalenos¢ taczaca tadunek bramki ze stratami mocy wysfjacymi w
tranzystorze.

Drugim waznym zagadnieniem omawianym w pracy byt ataddpwy. Oméwione
zostaly poszczegolne etapy przebiegu tego test jakana jego podstawie wyznaczany
jest fadunek bramki. Wykazano rownjgak wany jest atak mdowy do poprawnego
zaprojektowania uktadu stesgggo.

W dalszej czsci pracy, zawieracej st w rozdziatach od czwartego do széstego,
opisane zostaty poszczegolne etapy pracy: geszy od symulacji przeprowadzonych
przy wyciu programu PSpice (zaréwno dla tranzystorow MBEBFjak i IGBT), poprzez
dobdr elementéw,zado wykonania ptytki drukowanej i konstrukcji progpu uktadu.

Uktad zostat zmontowany i uruchomiony, a gpsie przetestowany. Wykonane
zostaly stosowne pomiary, ukazcg, iz uktad dziata poprawnie, a otrzymane wécto
tadunku bramki g prawidtowe. Wyniki i ich analiza zawarte w rozdziale szostym.

Praca zakaczona jest podsumowaniem.
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Abstract

Circuit for power transistor gate charge measurement

The purpose of this study was to realize a cirfoiit measurement of the gate
charge characteristic of field-effect MOSFET tratsis power and IGBT.

The work consists of eight numbered chapters, ittt three of which being
typically devoted to theoretical consideration.

The theoretical part is devoted issues relatebde@ate charge power transistor. It
has being described how important it is to switeh tlevice, how it is related to the of
transistors and how it is determinate. Also, haankaescribed device relationship between
the gate charge and power losses occurring indteiptransistor.

The gate charge test has been the second majerdssaussed in the work. Various
stages the course of this test has been descrébaetlhas the gate charge is determined
based on it. It has been also shown how importegate charge is for proper design of
the drive circuit.

In the next part of the work, comprising the chaptieom the fourth to sixth, the
consecutive stages of work described, starting:withulations using PSpice software (for
both MOSFET and IGBT), through component selectiontii PCB prototyping. The
circuit has been assembled, launched and thendidgppropriate measurements have
been made that to show that the system operatgegpyoand that charge gate values
obtained are correct. The results and their aisa@yre contained in chapter sixth.

Work is completed with a summary.



